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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成24年2月16日(2012.2.16)

【公表番号】特表2007-522934(P2007-522934A)
【公表日】平成19年8月16日(2007.8.16)
【年通号数】公開・登録公報2007-031
【出願番号】特願2006-553662(P2006-553662)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  31/24     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ  19/00     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ  17/02     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  69/24     (2006.01)
   Ｃ０７Ｃ  67/38     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ  15/00     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ   9/50     (2006.01)
   Ｃ０７Ｆ   9/6568   (2006.01)
   Ｃ０７Ｂ  61/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ  31/24    　　　Ｚ
   Ｃ０７Ｆ  19/00    　　　　
   Ｃ０７Ｆ  17/02    　　　　
   Ｃ０７Ｃ  69/24    　　　　
   Ｃ０７Ｃ  67/38    　　　　
   Ｃ０７Ｆ  15/00    　　　Ｃ
   Ｃ０７Ｆ   9/50    　　　　
   Ｃ０７Ｆ   9/6568  　　　　
   Ｃ０７Ｂ  61/00    ３００　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年12月21日(2011.12.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エチレン系不飽和化合物のカルボニル化を触媒することが可能な触媒系であって、
　ａ）パラジウム金属またはその化合物、
　ｂ）二座ホスフィン配位子、および
　ｃ）１８℃の水溶液中で測定して４未満のｐＫａを有する酸
　を組み合わせることにより得られ、該配位子は、該金属または該金属化合物中の金属に
対して少なくとも２：１のｍｏｌ過剰で存在し、該酸は、該配位子に対して少なくとも５
：１から９５：１の範囲内で存在する、触媒系。
【請求項２】
　前記配位子と前記金属との比は、５：１から７５０：１の範囲内である、請求項１に記
載の触媒系。
【請求項３】
　エチレン系不飽和化合物のカルボニル化を触媒することが可能な触媒系であって、



(2) JP 2007-522934 A5 2012.2.16

　ａ）パラジウム金属またはその化合物、
　ｂ）二座ホスフィン配位子、および
　ｃ）１８℃の水溶液中で測定して４未満のｐＫａを有する酸
　を組み合わせることにより得られ、
　前記二座ホスフィン配位子は、以下の一般式（Ｉ）を有し、
【化１】

［式中、
　Ａｒは、任意に置換されていてもよいアリール部分を含み、これに利用可能な隣接する
炭素原子の所でリン原子が結合している架橋基であり；
　ＡおよびＢはそれぞれ独立に、低級アルキレンを表し；
　Ｋ、Ｄ、ＥおよびＺは、アリール部分（Ａｒ）の置換基であり、それぞれ独立に、水素
、低級アルキル、アリール、Ｈｅｔ、ハロ、シアノ、ニトロ、ＯＲ19、ＯＣ（Ｏ）Ｒ２0

、Ｃ（Ｏ）Ｒ21、Ｃ（Ｏ）ＯＲ22、ＮＲ23Ｒ24、Ｃ（Ｏ）ＮＲ25Ｒ26、Ｃ（Ｓ）Ｒ25Ｒ26

、ＳＲ27、Ｃ（Ｏ）ＳＲ27または－Ｊ－Ｑ3（ＣＲ13（Ｒ14）（Ｒ15）ＣＲ16（Ｒ17）（
Ｒ18）（ここで、Ｊは低級アルキレンを表す）を表すか；Ｋ、Ｚ、ＤおよびＥから選択さ
れる２個の隣接する基はそれらが結合しているアリール環の炭素原子と一緒になって、さ
らなるフェニル環を形成し、該フェニル環は、水素、低級アルキル、ハロ、シアノ、ニト
ロ、ＯＲ19、ＯＣ（Ｏ）Ｒ20、Ｃ（Ｏ）Ｒ21、Ｃ（Ｏ）ＯＲ22、ＮＲ23Ｒ24、Ｃ（Ｏ）Ｎ
Ｒ25Ｒ26、Ｃ（Ｓ）Ｒ25Ｒ26、ＳＲ27またはＣ（Ｏ）ＳＲ27から選択される１個または複
数の置換基により任意に置換されていてもよく；
　Ｒ13からＲ18はそれぞれ独立に、低級アルキル、アリールまたはＨｅｔを表し；
　Ｒ19からＲ27はそれぞれ独立に、水素、低級アルキル、アリールまたはＨｅｔを表し；
　Ｒ1からＲ12はそれぞれ独立に、低級アルキル、アリールまたはＨｅｔを表し；
　Ｑ1、Ｑ2およびＱ3（存在する場合）は、それぞれ独立に、リンを表す］
　前記配位子と該金属または該金属化合物中の金属との比は、５：１から７５０：１の範
囲内であり、
　該酸は、該配位子に対して少なくとも２：１のｍｏｌ過剰で存在する、触媒系。
【請求項４】
　前記酸と前記配位子との比は、５：１から９５：１の範囲内である、請求項３に記載の
触媒系。
【請求項５】
　前記酸と前記金属とのモル比は、１０：１から７５０００：１の範囲内である、請求項
３に記載の触媒系。
【請求項６】
　前記パラジウムは、金属の形態である、請求項１～５のいずれか一項に記載の触媒系。
【請求項７】
　前記触媒系は、液体反応媒質中に、液体担体に溶解されているポリマー分散剤を含み、
該ポリマー分散剤は、触媒系の金属または金属化合物の粒子のコロイド懸濁液を液体担体
内で安定化させることが可能である、請求項１乃至６いずれかに記載の触媒系。
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【請求項８】
　エチレン系不飽和化合物と、一酸化炭素およびヒドロキシル基含有化合物とを、請求項
１乃至７のいずれかに記載の触媒系の存在下で接触させる工程を含む、エチレン系不飽和
化合物をカルボニル化する方法。
【請求項９】
　エテンと、一酸化炭素およびヒドロキシル基含有化合物とを、エテンのカルボニル化を
触媒することが可能な触媒系の存在下で接触させる工程を含む、エチレン系不飽和化合物
をカルボニル化する方法であって、該触媒系は、
　ａ）パラジウム金属またはその化合物、
　ｂ）二座ホスフィン配位子、および
　ｃ）１８℃の水溶液中で測定して４未満のｐＫａを有する酸
を組み合わせることにより得られ、該配位子は、該金属または該金属化合物中の金属に対
して少なくとも２：１のｍｏｌ過剰で存在し、該酸は、該配位子に対して少なくとも２：
１のｍｏｌ過剰で存在する触媒系である、方法。
【請求項１０】
　エチレン系不飽和化合物のカルボニル化を１種または複数の非プロトン性溶剤中で行う
、請求項８または９に記載の方法。
【請求項１１】
　適切なエチレン系不飽和化合物には、Ｃ30までの、すなわち、２から３０個の炭素原子
を含み、直鎖または分枝鎖、環式または非環式または部分環式であってよく、二重結合が
炭素鎖の任意の適切な位置を占めてよく、それらのすべての立体異性体も包含するエテン
、プロペン、ヘキセン、ビニル化合物、ヘプテン、オクテン、ノネン、デセン、ウンデセ
ン、ドデセンが含まれる、請求項８または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　エテンを含む１種または複数の反応成分と、
　パラジウム金属またはその化合物、二座ホスフィン配位子、および１８℃の水溶液中で
測定して４未満のｐＫａを有する酸を含むか、それらを組み合わせることにより得られ、
該配位子は、該金属または該金属化合物中の該金属に対して少なくとも２：１のｍｏｌ過
剰で存在し、該酸は、該配位子に対して少なくとも２：１のｍｏｌ過剰で存在する触媒系
と、
　を含む反応媒質。
【請求項１３】
　１種または複数の反応成分と、請求項１乃至７のいずれか１項に記載の触媒系とを含む
反応媒質。
【請求項１４】
　媒質中に存在する遊離酸の量は、５００ｐｐｍを上回る、請求項１２または１３に記載
の反応媒質。
【請求項１５】
　ａ）パラジウム金属またはその化合物、
　ｂ）二座ホスフィン配位子、および
　ｃ）１８℃の水溶液中で測定して４未満のｐＫａを有する酸
　を含むか、これらを組み合わせることにより得られ、該配位子は、該金属または該金属
化合物中の該金属に対して少なくとも２：１のｍｏｌ過剰で存在し、該酸は、該配位子に
対して少なくとも２：１のｍｏｌ過剰で存在する系の、エテンをカルボニル化する際の触
媒としての使用方法。
【請求項１６】
　ａ）パラジウム金属またはその化合物、
　ｂ）以下の一般式（Ｉ）を有する二座ホスフィン配位子、
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【化２】

［式中、
　Ａｒは、任意に置換されていてもよいアリール部分を含み、これに利用可能な隣接する
炭素原子の所でリン原子が結合している架橋基であり；
　ＡおよびＢはそれぞれ独立に、低級アルキレンを表し；
　Ｋ、Ｄ、ＥおよびＺは、アリール部分（Ａｒ）の置換基であり、それぞれ独立に、水素
、低級アルキル、アリール、Ｈｅｔ、ハロ、シアノ、ニトロ、ＯＲ19、ＯＣ（Ｏ）Ｒ２0

、Ｃ（Ｏ）Ｒ21、Ｃ（Ｏ）ＯＲ22、ＮＲ23Ｒ24、Ｃ（Ｏ）ＮＲ25Ｒ26、Ｃ（Ｓ）Ｒ25Ｒ26

、ＳＲ27、Ｃ（Ｏ）ＳＲ27または－Ｊ－Ｑ3（ＣＲ13（Ｒ14）（Ｒ15）ＣＲ16（Ｒ17）（
Ｒ18）（ここで、Ｊは低級アルキレンを表す）を表すか；Ｋ、Ｚ、ＤおよびＥから選択さ
れる２個の隣接する基はそれらが結合しているアリール環の炭素原子と一緒になって、さ
らなるフェニル環を形成し、該フェニル環は、水素、低級アルキル、ハロ、シアノ、ニト
ロ、ＯＲ19、ＯＣ（Ｏ）Ｒ20、Ｃ（Ｏ）Ｒ21、Ｃ（Ｏ）ＯＲ22、ＮＲ23Ｒ24、Ｃ（Ｏ）Ｎ
Ｒ25Ｒ26、Ｃ（Ｓ）Ｒ25Ｒ26、ＳＲ27またはＣ（Ｏ）ＳＲ27から選択される１個または複
数の置換基により任意に置換されていてもよく；
　Ｒ13からＲ18はそれぞれ独立に、低級アルキル、アリールまたはＨｅｔを表し；
　Ｒ19からＲ27はそれぞれ独立に、水素、低級アルキル、アリールまたはＨｅｔを表し；
　Ｒ1からＲ12はそれぞれ独立に、低級アルキル、アリールまたはＨｅｔを表し；
　Ｑ1、Ｑ2およびＱ3（存在する場合）は、それぞれ独立に、リンを表す］
および
　ｃ）１８℃の水溶液中で測定して４未満のｐＫａを有する酸
　を含むか、これらを組み合わせることにより得られ、
　前記配位子と前記金属または該金属化合物中の金属との比は、５：１から７５０：１の
範囲内であり、
　該酸は、該配位子に対して少なくとも２：１のｍｏｌ過剰で存在する系の、エチレン系
不飽和化合物をカルボニル化する際の触媒としての使用方法。
【請求項１７】
　ａ）パラジウム金属またはその化合物、
　ｂ）二座ホスフィン配位子、および
　ｃ）１８℃の水溶液中で測定して４未満のｐＫａを有する酸
　を含むか、これらを組み合わせることにより得られ、
　該配位子は、該金属または該金属化合物中の金属に対して少なくとも２：１ｍｏｌ過剰
で存在し、
　該酸は、該配位子に対して少なくとも５：１から９５：１の範囲内で存在する系の、エ
チレン系不飽和化合物をカルボニル化する際の触媒としての使用方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６０
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００６０】
　この実施形態では、式Ｉは、
　（Ａｄ）S（ＣＲ7Ｒ8Ｒ9）TＱ

2－Ａ－（Ｋ，Ｄ）Ａｒ（Ｅ，Ｚ）－Ｂ－Ｑ1（Ａｄ）u（
ＣＲ1Ｒ2Ｒ3）v

と表すことができ、上式中、Ａｒ、Ａ、Ｂ、Ｋ、Ｄ、ＥおよびＺ、Ｑ1、Ｑ2およびＱ3な
らびにＲ1からＲ27は上述と同様に定義されるが、ただし、Ｋ、Ｄ、ＥおよびＺは、－Ｊ
－Ｑ3（ＣＲ13（Ｒ14）（Ｒ15））ＣＲ16（Ｒ17）（Ｒ18）の代わりに－Ｊ－Ｑ3（Ａｄ）

w（ＣＲ13（Ｒ14）（Ｒ15）xを表してもよく、Ａｄは、上述と同様に定義され、
　ＳおよびＵは０、１または２であるが、ただし、Ｓ＋Ｕ≧１であり；
　ＴおよびＶは０、１または２であるが、ただし、Ｔ＋Ｖ≦３であり；
　ＷおよびＸは０、１または２である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６６】
　式Ｉの特に好ましい化合物には、Ａｄが同じ位置でそれぞれＱ1またはＱ2に結合してい
るものが含まれる。好ましくは、Ｓ≧１およびＵ≧１であり、さらに好ましくはＳ＝２お
よびＵ≧１またはその逆であり、最も好ましくはＳおよびＵは２であるが、この際、Ｓは
、Ｑ2に結合している（Ａｄ）基の数であり、Ｕは、Ｑ1に結合している（Ａｄ）基の数で
ある。
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